
JP 2013-511815 A5 2014.1.9

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成26年1月9日(2014.1.9)

【公表番号】特表2013-511815(P2013-511815A)
【公表日】平成25年4月4日(2013.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2013-016
【出願番号】特願2012-540099(P2012-540099)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｈ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｈ   1/00    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/302   １０３　
   Ｈ０５Ｈ   1/46    　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月18日(2013.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラズマ処理チャンバにおいてプラズマ非閉じ込めを検出するための方法であって、前
記プラズマ処理チャンバは静電（ＥＳＣ）チャックを有し、前記方法は、
　前記ＥＳＣチャックにＲＦ電圧を印加する工程と、
　前記ＥＳＣチャックにＤＣバイアス電圧を印加するよう構成されたＥＳＣ電源ユニット
を準備する工程であって、前記ＥＳＣ電源ユニットは、前記ＲＦ電圧を受けるように接続
された中央タップを有する、工程と、
　プラズマ非閉じ込め状態を示す変化について、前記ＲＦ電圧および前記中央タップを同
時に監視する工程と、
　前記プラズマ非閉じ込め状態が前記監視工程によって検出された場合に、前記プラズマ
非閉じ込め状態の存在を示すために信号を供給する工程と、
を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記ＲＦ電圧は、少なくとも２つのＲＦ周波数を含む
広帯域ＲＦ電圧である、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の変化を検出する工程
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法であって、前記監視工程は、さらに、前記変化の大きさが所定の
閾値を超えるか否かを判定する工程を含む、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の正の変化を検出する
工程を含む、方法。
【請求項６】
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　請求項１に記載の方法であって、前記監視工程は、前記中央タップにおける開ループＤ
Ｃ応答の変化を検出する工程を含む、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記監視工程は、さらに、前記変化の大きさが所定の
閾値を超えるか否かを判定する工程を含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記監視工程は、前記中央タップにおける開ループＤ
Ｃ応答の正の変化を検出する工程を含む、方法。
【請求項９】
　請求項６または８に記載の方法であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電圧
である、方法。
【請求項１０】
　請求項６または８に記載の方法であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電流
である、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の変化を検出する工程
と、前記中央タップにおける開ループＤＣ応答の変化を検出する工程とを含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、前記信号は、前記プラズマ非閉じ込め状態の検出に応
じて補正動作を自動的に開始するためのフィードバック信号として用いられる、方法。
【請求項１３】
　プラズマ処理チャンバにおいてプラズマ非閉じ込めを検出するための装置であって、前
記プラズマ処理チャンバは静電（ＥＳＣ）チャックを有し、前記ＥＳＣチャックはＲＦ電
圧を受けるよう構成され、前記装置は、
　前記ＥＳＣチャックにＤＣバイアス電圧を印加するよう構成されたＥＳＣ電源ユニット
であって、前記ＲＦ電圧を受けるように接続された中央タップを有する、ＥＳＣ電源ユニ
ットと、
　プラズマ非閉じ込め状態を示す変化について、前記ＲＦ電圧と前記中央タップにおける
開ループＤＣ応答とを分析するための手段と、
を備える、装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の装置であって、前記ＲＦ電圧は、少なくとも２つのＲＦ周波数を含
む広帯域ＲＦ電圧である、装置。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の装置であって、前記分析するための手段は、前記ＲＦ電圧の正の変
化を少なくとも検出するよう構成される、装置。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の装置であって、前記分析するための手段は、さらに、前記ＲＦ電圧
の変化の大きさが所定の閾値を超えるか否かを判定するよう構成される、装置。
【請求項１７】
　請求項１３に記載の装置であって、前記分析するための手段は、前記中央タップにおけ
る開ループＤＣ応答の正の変化を少なくとも検出するよう構成される、装置。
【請求項１８】
　請求項１３に記載の装置であって、前記分析するための手段は、さらに、前記開ループ
ＤＣ応答の変化の大きさが所定の閾値を超えるか否かを判定するよう構成される、装置。
【請求項１９】
　請求項１３に記載の装置であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電圧である
、装置。
【請求項２０】
　請求項１３に記載の装置であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電流である
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、装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　代表的な実施形態および最良の形態を開示したが、特許請求の範囲に規定されているよ
うに本発明の主題および精神の範囲内で、開示された実施形態に変形および変更を施すこ
とができる。
　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。

　適用例１：
　プラズマ処理チャンバにおいてプラズマ非閉じ込めを検出するための方法であって、前
記プラズマ処理チャンバは静電（ＥＳＣ）チャックを有し、前記方法は、
　前記ＥＳＣチャックにＲＦ電圧を印加する工程と、
　前記ＥＳＣチャックにＤＣバイアス電圧を印加するよう構成されたＥＳＣ電源ユニット
を準備する工程であって、前記ＥＳＣ電源ユニットは、前記ＲＦ電圧を受けるように接続
された中央タップを有する、工程と、
　プラズマ非閉じ込め状態を示す変化について、前記ＲＦ電圧および前記中央タップを同
時に監視する工程と、
　前記プラズマ非閉じ込め状態が前記監視工程によって検出された場合に、前記プラズマ
非閉じ込め状態の存在を示すために信号を供給する工程と、
を備える、方法。

　適用例２：
　適用例１の方法であって、前記ＲＦ電圧は、少なくとも２つのＲＦ周波数を含む広帯域
ＲＦ電圧である、方法。

　適用例３：
　適用例１の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の変化を検出する工程を含む
、方法。

　適用例４：
　適用例３の方法であって、前記監視工程は、さらに、前記変化の大きさが所定の閾値を
超えるか否かを判定する工程を含む、方法。

　適用例５：
　適用例１の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の正の変化を検出する工程を
含む、方法。

　適用例６：
　適用例１の方法であって、前記監視工程は、前記中央タップにおける開ループＤＣ応答
の変化を検出する工程を含む、方法。

　適用例７：
　適用例６の方法であって、前記監視工程は、さらに、前記変化の大きさが所定の閾値を
超えるか否かを判定する工程を含む、方法。

　適用例８：
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　適用例１の方法であって、前記監視工程は、前記中央タップにおける開ループＤＣ応答
の正の変化を検出する工程を含む、方法。

　適用例９：
　適用例１の方法であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電圧である、方法。

　適用例１０：
　適用例１の方法であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電流である、方法。

　適用例１１：
　適用例１の方法であって、前記監視工程は、前記ＲＦ電圧の変化を検出する工程と、前
記中央タップにおける開ループＤＣ応答の変化を検出する工程とを含む、方法。

　適用例１２：
　適用例１の方法であって、前記信号は、前記プラズマ非閉じ込め状態の検出に応じて補
正動作を自動的に開始するためのフィードバック信号として用いられる、方法。

　適用例１３：
　プラズマ処理チャンバにおいてプラズマ非閉じ込めを検出するための装置であって、前
記プラズマ処理チャンバは静電（ＥＳＣ）チャックを有し、前記ＥＳＣチャックはＲＦ電
圧を受けるよう構成され、前記装置は、
　前記ＥＳＣチャックにＤＣバイアス電圧を印加するよう構成されたＥＳＣ電源ユニット
であって、前記ＲＦ電圧を受けるように接続された中央タップを有する、ＥＳＣ電源ユニ
ットと、
　プラズマ非閉じ込め状態を示す変化について、前記ＲＦ電圧と前記中央タップにおける
開ループＤＣ応答とを分析するための手段と、
を備える、装置。

　適用例１４：
　適用例１３の装置であって、前記ＲＦ電圧は、少なくとも２つのＲＦ周波数を含む広帯
域ＲＦ電圧である、装置。

　適用例１５：
　適用例１３の装置であって、前記分析するための手段は、前記ＲＦ電圧の正の変化を少
なくとも検出するよう構成される、装置。

　適用例１６：
　適用例１３の装置であって、前記分析するための手段は、さらに、前記ＲＦ電圧の変化
の大きさが所定の閾値を超えるか否かを判定するよう構成される、装置。

　適用例１７：
　適用例１３の装置であって、前記分析するための手段は、前記中央タップにおける開ル
ープＤＣ応答の正の変化を少なくとも検出するよう構成される、装置。

　適用例１８：
　適用例１３の装置であって、前記分析するための手段は、さらに、前記開ループＤＣ応
答の変化の大きさが所定の閾値を超えるか否かを判定するよう構成される、装置。

　適用例１９：
　適用例１３の装置であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電圧である、装置
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。

　適用例２０：
　適用例１３の装置であって、前記開ループＤＣ応答は、開ループＤＣ電流である、装置
。
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